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Anotatsiya

Anomal fotomagnit effekti asosan AFK effektining p—n mexanizmi bilan yuqori fotokuchlanish va fotomagnit
kuchlanish hosil qiladigan yupqa qatlamlarida kuzatiladi. Bunday qatlamlarning tipik vakili kadmiy tellur va surma, selen
qotishmasi ekanligi ma’lum edi. Hozirda kadmiy, simob va tellur qotishmalaridan (KRT) ham AFK—qatlamlar olish
mumekinligi aniglangan. Bu qotishmadan olingan AFK—qatlamlarda ham anomal yuqori fotokuchlanishning hosil bo‘lish
mexanizmi fotovoltaik (p-n- o'tish) xarakteridadir. Buni hisobga olsak kadmiy, simob va tellur (CdHg)Te, AFK-
qatlamlarida ham anomal fotomagnit kuchlanish hosil bo'lishi aniglangan. AFK—qatlam asosida yaratilgan
fotomagnitoelektrik effekt—datchikning birinchi asosiy afzalligi unda tashqi elektr manbasi vazifasini yorug'lik bajaradi. Bu
quyosh yorug'ligi sharoitida katta imkoniyatlarni ochadi. Lyuks—volt xarakteristika tezda to'yinishga chiqadi. Bu xususiyat
yaratiladigan datchikning tashqi yorug’ik intensivligining tebranishlari bilan o‘lchashda kuzatiladigan xatoliklaridan
qutiltiradi. Ersted—volt xarakteristikalar asosan Sb2Ses yarimo‘tkazgich moddasidan tayyorlangan yupqa (1+2mkm) AFK —
qatlamlar uchun keltirilgan. Tellurid kadmiy AFK—qatlamlarining anomal fotomagnit kuchlanish beradigan qatlamlari
yaxshi yoritilgan.

AHHOMauyus

AHomarbHbIlU homomacHUMHbIU 3ghghekm 6 OCHO8HOM Habndaemcsi 8 MOHKUX criosix A®K-aghghekma,
Komopble eeHepupyrom 8biCoKyto chbomo-3JC u chomomazHUMHOE HarnpskKeHue o p-n-mexaHudmy. bbino uzeecmHo,
Ymo munuyHbIM rpedcmasumesieM makux Crioee sienssemcsi crnas KadMmusi, mesiypa, CypbMbl U ceneHa. B
Hacmosiuee gpemsi obHapyxeHo, Yymo A®K-criou MOXHO ronyyams makxe U3 Cruiagos kadmus, pmymu u mesnnypa
(KPT). MexaHusm ¢bopmuposaHusi aHoMarsibHO 8bICOKoU homo3dc 8 AFK-criosix, nosy4YeHHbIX U3 3moeo Criyiasa,
sensemcs ¢homosonbmau4eckum (p-n-nepexod). Ydumbigass amo, eeHepayus aHoMarlbHo20 (homomMagHUMHO20
HanpsbkeHusi 6biia makxe obHapyxeHa 8 AFK-cnosix kadmusi, pmymu u mennypa (CdHg)Te. NepebiM OCHOBHbIM
npeumyuwiecmeom Gamyuka gpomomasHUMHo20 aghghekma, co3daHHO20 Ha ocHose ADK-crios, ssenssemcsi mo, 4mo ceem
ebicmyrnaem 8 Kadyecmee 8HEWHea20 UCMOYHUKAa 3/1eKMPUYECKO20 mokKa. Omo omkpbigaem 60rbwue 803MOXHOCMU
npu conHe4YHoMm ceeme. JItOKC-80/1bmogasi xapakmepucmuka 6bIcmpo 8bIxo0Um Ha HacblujeHue. Oma yHKUUS
uckmo4aem rnoepewHocmu co30aHHo20 Oamuyuka Mpu U3MEPEHUsIX fpu KosnebaHusx UHMEHCUBHOCMU BHEWHea0
ceema. Opcme0d-80sibmoabie Xapakmepucmuku rpedcmaessieHbl 8 OCHOBHOM Orisi MOHKUX (1+2 mMkMm) croee A®K u3
rosnynpo8o0HUKo8o20 Mamepuana Sb2Se3. Xopowo ocsewaromcsi criou AFK-crioee mennypula kadmusi, darouwjue
aHomasibHoe (homomMagHUMHoe HarpsKeHue.

Abstract

Anomalous photomagnetic effect is mainly observed in thin layers of AFK effect, which generate high
photovoltage and photomagnetic voltage by the p—n mechanism. It was known that a typical representative of such
layers is an alloy of cadmium tellurium and antimony and selenium. It has now been found that AFK-layers can also be
obtained from cadmium, mercury and tellurium alloys (KRT). The formation mechanism of anomalous high photovoltage
in AFK-layers obtained from this alloy is photovoltaic (p-n-transition). Taking this into account, anomalous photomagnetic
voltage generation was also found in cadmium, mercury and tellurium (CdHg)Te, AFK-layers. The first main advantage
of the photomagnetic effect-sensor created on the basis of AFK-layer is that light acts as an external electric source. This
opens up great opportunities in sunlight. The lux-volt characteristic quickly saturates. This feature eliminates the errors of
the created sensor when measuring with fluctuations in the intensity of external light. Ersted-volt characteristics are
presented mainly for thin (1+2um) AFK layers made of Sb2Se3 semiconductor material. The layers of telluride cadmium
AFK-layers, which give anomalous photomagnetic voltage, are well illuminated.

Kalit so‘zlar: Xalkogenid, AFK — effekt, AFME — effekt, p — n ko'p qatlamli o'tish tuzilishi, termoelektr
generatori, rekombinatsiya tezligi, samarali harakatchanlik, fototok, mikroparametr.
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Knroyeeble cnoea: XanbkozeHud, AFK—agpgpekm, AFME-agpgpekm, MHoe2ocnolHass cmpykmypa p—n—
nepexoda, mepmoanieKmpuyeckull eeHepamop, CKopocmb pekoMbuHauyuu, aghhekmueHasi nod8UXHOCMb, hOMOMOK,
Mukpornapamemp.

Key words: Chalcogenide, AFK-effect, AFME-effect, multilayer structure at p-n transition, thermoelectric
generator, speed recombination, effective mobility, photocurrent, microparameter.

KIRISH
AFK—gatlamlarda AFMEning kuzatilishi bu sohadagi nazariy va eksperimental ishlar
ko‘lamining kengayishiga sabab bo‘ldi [1]. Bu sohadagi ishlarning tahlili [2,3] shuni ko‘rsatdiki,
eksperimentda olingan natijalar nazariyaga mazmun va miqdoran juda mos keladi. Shu sababli
sodda chegaraviy AFME va AFK effekt ifodalaridan foydalanib, yupga yarimo‘tkazgich qatlamlariga
va yarimo'tkazgich moddalariga tegishli xarakteristik parametrlarni aniglash mumkin. Shu
magsadda CdTe va Sb,Sesz AFK—qatlamlarida fotomagnit olchashlar olib borildi. AFME ning gisga

tutashuv toki bilan yorug'likning to‘lgin uzunligi orasidagi spektral bog‘lanish (IAFME (/1))
nazariyada ko‘rsatilganidek tajribada ikki xil tipdagi spektr ko‘rinishida kuzatildi: /,,,, monoton
o‘zgaradi va ishorani doimiy saqlaydi; /,,, o‘zgarishida nomonotonlik kuzatiladi, lekin ishora
o‘zgaradi. Birinchi tipdagi spektral bog‘lanish (IAFME (/1)) 1-rasmda keltirilgan. Umuman AFK-

effektni o‘rganishda anomal yuqori fotokuchlanish, qisqa tutashuv toklarning yorugilik to‘lgin
uzunligiga bog‘lanish xarakterini o'rganish bu effekt sirlarini amaliyotga qo‘llash yo‘llarini ochishga
yordam beradi.
ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

AFK-gatlamlarda anomal fotomagnit effektining (AFME) kuzatilishi va uning nazariyasining
rivojlantirilishi bilan bu sohada yangi imkoniyatlar ochildi. Bu effekt (AFME) nazariyasi va anomal
fotokuchlanish, fotomagnit gisqa tutashuv toklarining spektral bog‘lanishlaridan foydalanib, AFK—
gatlamlarning va ularni yasashda ishlatiladigan yarimo‘tkazgich moddalarning ko‘pgina mikro
parametrlarini aniglash mumkin. Magnit maydoni ta’sirida anomal yuqori fotomagnit kuchlanishning
hosil qilinishi esa, AFK va AFKM effektlar yordamida magnit maydonini o‘rganish, uning
induksiyasini bevosita aniglash va kuchsiz magnit maydonini tahlil qilish mumkinligini ko‘rsatdi. 1-
rasmda har xil galinlikdagi kadmiy telluridi AFK — gatlamlarida fotomagnit gisqa tutashuv tokining
spektral bog‘lanishlari (gatlam sirt tomonidan yoritiigandagi 1.a—rasm va 1.b—rasmning 1-
bog‘lanishi; qatlam taglik tomondan yoritilgan hol uchun 1.b—-rasmdagi 2, 3- bog‘lanishlar
tasvirlangan.

AFK-qgatlamning ochiq sirti orqali yoritiganda olingan hamma spektral bog‘lanishlar

monoton kamayish xarakterida bo'lib, fototokda ishora almashuvi kuzatimaydi. 7,,,,. (1) spektral

bog‘lanishlarda gisqa to‘lginlar sohasida fototokning sekin kamayish sohasi bo‘lib, u a(ﬂ) spektral
bog‘lanish xarakteriga mos keladi. Uzun to'lginlar sohasida «-d <<1 shart bajarilib, sirtdagi
rekombinatsiya tezligining har qanday giymatlarida 7, (1) spektri yutilish spektri (1) ni

takrorlaydi. Bu eksperimental fakt, hamma tekshiriigan namunalarda gatlamning ochiq sirtidagi
rekombinatsiya tezligidan kichik ekanligini tasdiglaydi (Ss<ST).

Tajriba natijalariga asoslanib, shuni ta’kidlash mumkinki, gatlamni ochiq sirti tomonidan
yoritilgandagi hosil bo‘luvchi AFK va AFME effektlarning spektral bog‘lanishlari bir-biriga to‘la mos
kelmaydi. Tekshirilgan (100 dan ortiq namuna) CdTe va Sb,Ses namunalarida qatlam ochiq sirt
tomonidan vyoritilganda to‘lgin uzunligi ortishi yo‘nalishida fotomagnit tok giymati monoton
kamayadi. CdTe va SbzSesz namunalarida monoton kamayish to‘lgin uzunligining yaqin infraqizil
sohalarigacha (~1,1mkm) cho‘zilgan bo‘ladi. Bunday holni yutilish koeffitsienti kamayishiga mos
ravishda fotoelektronlar uyg‘onishining kamayishi bilan izohlash mumkin.

CdTe namunalarida olib borilgan tajribalardan, xulosa gilish mumkinki, fotomagnit tokning
gisga to'lginli yorug'lik bilan gatlam tomondan yoritgandagi giymati xuddi shunday monoxromatik
yorug'lik bilan gatlamni taglik tomondan yoritgandagi giymatidan yetarli darajada katta bo‘ladi.
Demak, Ss<St shartgina bajarilib golmay Ss<D/L ham o'rinli bo‘ladi. Oxirgi tengsizliklarning
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bajarilishi  tekshirilayotgan qatlamlarning xarakteristik parametrlarini aniglashda nazariy
formulalardan foydalanish imkonini beradi.

lim.h

a-107% AOmt A
- 1‘0 -

24 F 08 | a
18 F 06 [ S
12 F 04 f

6 F 02 [

1 1 1
400 500 600 700 800

—

-
A(nm)

08 =

06 =

04 B

A(nm)
O 0.46 mkm

O 0.85 mkm
A\ 1.1 mkm

1-rasm. Har xil galinlikdagi kadmiy telluridi AFK — gatlamlarida fotomagnit gisga tutashuv tokining
spektral bog‘lanishlari

Qatlam ochig sirti tomonidan yoritiganda yorug‘likning qisqa to‘lgin sohasi uchun
fotomagnit effekt uchun gisqa tutashuv toki uchun:

4
1 e :;qtl,uLB (1)
formula o'rinli bo‘ladi. Bu formuladan foydalanib, Gauss—amper bog‘lanishning giyaligi asosida
<< pL >> ko‘paytmani aniglash mumekin.
) . (/1) maksimumiga to‘g‘ri keluvchi nugta ushbu munosabatdan [4] topilishi mumkin:
1

Uy =1fd,  I™ = v 2
wo SN L =g H (2)

bu ifodani hisobga olib

max th 2
= LB
AFME 2.72d H

ifodadan, << ,uL2 >> ni aniglab olish mumkin.

3)
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uL va ul’ larni bilgan holda x va L shular bilan birga diffuziya koeffitsienti D = ukT /q
LZ
¢ ] ham aniglab olish mumkin.
kT
Yorug'likning gisqa to‘lginli gismi bilan gatlamning ochiq sirti orqali yoritiiganda fotomagnit
kuchlanishning

va tok tashuvchilarning yashash vaqtini (r =

2kT
UZ;FME =——uNB (4)
qr

to‘yinish giymatini (4) ifoda bilan topiladi. Gauss—volt xarakteristikaning qiyaligidan foydalanib
<< uN >> ko‘paytmani ham topib olish mumkin. Bu ko‘paytmadan x ni bilgan holda AFK-

batareyadagi mikrofotoelementlar soni N ni topish mumkin bo'ladi. U ,,,,, (B) bog'lanishining
to‘g'ri chizigli gismi bor, uning giyaligidan foydalansak U ,,,,, (/1) spektral bog‘lanishining gisga
to‘lqin sohasida , L va N larni bilgan holda
4 NKT etl L
U =———
q I
formuladan [4] qatlam yoritiimagan hol uchun to'yinish toki /¢ giymatini aniglab olish mumkin.

Shuningdek, AFK-qatlamning ochig sirtidan va taglik tomondan yoritiigandagi
rekombinatsiya tezliklarini ham baholash imkoniyati bo‘ladi. Hamma tekshirilgan CdTe va Sb.Ses
AFK-gatlamlari uchun S;<D/L tengsizlik o‘rinli bo‘ladi.

Demak, S¢ migdor o‘zgarishi, bu holda 7, va I, toklar o‘zgarishiga ta'sir etmasligi

kerak. Shuning uchun AFK va AFME spektral xarakteristikalaridan foydalanib, sirt rekombinatsiya
tezligi Sc ni aniglab bo‘imaydi. AFK — qatlam taglik tomondan yoritiganda fotomagnit tokining

spektrida (IAFME(/I)) ishora almashuvi kuzatiladi. Ishora almashuv nugtasi uchun
A=4

alm >

bajarilishini hisobga olsak, o = ¢, ligini bilgan holda (6) quyidagi formuladan foydalanib
ln(ST+ “ST_I) 7[(1+a) -ad (6)
= e ™.
(S, +1)ys: -1 2(1-a)

AFK-gatlamning taglik tomondagi sirtida bo‘ladigan rekombinatsiya tezligi St ni hisoblash
mumkin bo‘ladi.

uB (5)

I, =0 bo'ladi. Taglik orqali yoritiganda S;=St va S:=Ss<1 munosabatlar

NATIJA VA MUHOKAMA
Taklif etilayotgan usul bilan AFK—gatlam mikroparametrlarini aniglash uchun tellurid kadmiy
va SbySes dan uzunligi w=2,4mm qalinligi d=0,46mkm va kengligi t=3,7mm bo‘lgan namuna
tayyorlandi. Hisoblash natijasida:
N =3-10* El/sm, =300 sm*/V -s, L= 5-10sm,z =5-10"25,D = 7,5 sm*/s lar topildi. Gauss

— volt va Gauss—amper xarakteristikalari U ., (B) va J - (4) 0q (I, =8-10" kvant/sm’ -5)
yorug‘likda va monoxromatik (l = 400nm, I, = 8-10" kvant/ sm* -s) yorug'likda o‘lchandi. Ishora
almashadigan bog‘lanishlarda maksimum ilgari aytganimizdek A =752nm ga, «, =2-10%sm™
va e =104 bo‘lganda 1, =1,3-10" kvant/sm” - s va
B =700Gs, B =3kGs, I, =8-10" kvant/sm* -5, (U s =0,33V), 2 =400nm , bo'lganda
to‘yinish toki =4-10" 4 bo'lib, ventil fotoelement gisqa tutashuv tokidan yetarli darajada katta

(JF << I‘A?}ME) bo'lib, bu esa lyuks — volt xarakteristikaning chizigli bo‘lishini ta’minlaydi (2 — rasm).
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Qatlamning taglik tomondagi sirtdagi rekombinatsiya tezligi Sr, qalinligi d=0,46 mkm
bo‘lgan qatlamlarning J ., (/1) spektral bog‘lanishida ishora almashadigan xarakteristikasiga

asosan A=660 nm va al =0,22, ad =2 bo‘lgan giymatlar uchun kutilgan natijani berdi: ya’ni
S, =1,6 D/L=2-10°sm/s bolib, S, >D/L>S  tengsizlikni qanoatlantiradi. Yuqoridagi
aniglangan tok tashuvchilarning effektiv harakatchanligi (yeF),,u(IO) bog‘lanishning to‘yingan

holati uchun aniglangan bo‘lib, namunaning yoritilgan holatidagi harakatchanligiga (~100 sm?/V's)
mos keladi. Fotoxoll bo‘yicha topilgan [5] « ning giymatlari ham fotomagnit o‘lchashlardan topilgan

giymatlarga mos keladi.
Yugoridagi usul bilan topilgan tok tashuvchilarning yashash vagti (z-)(z-z3-10’12s),

impulsli foto qo‘zg‘atish yo'li bilan AFK—effekt fototoki kinetikasidan [6] topilgan yashash vaqti 7,
dan 4-5 tartibga kichik ekanligi ma’lum bo‘ldi.

Impulsli qo‘zg‘atish bilan fototokning so‘nishidan topilgan vaqt 7, =107 -10"°s «mayda»
chuqur sathlarga bog‘liq bo'lib, ularda kuzatiladigan jarayonlar fototok so‘nish vaqtiga ta’sir qiladi.
Turg‘un holatlarda (B=const) esa «mayda» chuqur sathlarga bog'liq effektlar xarakteristik
vaqtlarga ta’sir gilmaydi.

Spektral bog'lanishlar bo'yicha SbSes AFK—qatlamlari uchun mikroparametrlar
aniglanganda [8] I, = 10" kvant/sm* -s, w=0,8sm, B=3kGs qilib olinib, quyidagi natijalarni

berdi: J* . =4-10" 4 diffuziya uzunligi L =10"°sm , diffuziya koeffitsienti D =0,3sm*/V -5,

zaryad tashuvchilarning yashash vagti 7 =4-107"'s harakatchanlik z = 12sm* [V -s.

Demak, AFK—effekt va unga bog'liq anomal fotomagnit effekti yordamida AFK-gatlam
moddasidagi zaryadlarning (tok tashuvchilarning) harakatchanligini, yashash vaqtini, diffuziya
koeffitsientini, diffuzion yo‘l uzunligini va gisqa tutashuv tokining giymatlarini sodda matematik
ifodalar yordamida osongina aniglash mumkin ekan.

Anomal fotomagnit effekti gisqa tutashuv tokining topilgan giymati to'yinish toki giymatidan
yetarli kichik ekanligi 2—-rasmdagi lyuks—volt xarakteristikaning chizigli sohasiga mos keladi. Bu esa
nazariy xulosalarda aytilgan fikrlarni tasdiglaydi.

Bayon gilingan mikroparametrlarni aniglashning bu usulini qo'llab tellurid kadmiy va
xalkogenidlarning tipik vakili surma, selen qotishmalaridan tayyorlangan AFK—gatlam uchun ham
mikroparametrlar, xarakteristik kattaliklar aniglandi. Ushbu usulni AFMK effekti kuzatiladigan
boshga moddalarning AFK gatlamlari uchun ham qo‘llash mumkin.

Anomal fotomagnit effekti asosan AFK effektining p-n mexanizmi bilan yuqori
fotokuchlanish va fotomagnit kuchlanish hosil giladigan yupga qatlamlarida kuzatiladi. Bunday
gatlamlarning tipik vakili kadmiy tellur va surma, selen qotishmasi ekanligi ma’'lum edi. Hozirda
kadmiy, simob va tellur qotishmalaridan (KRT) ham AFK—-qatlamlar olish mumkinligi aniglangan [9].
Bu gotishmadan olingan AFK—qatlamlarda ham anomal yuqori fotokuchlanishning hosil bo'lish
mexanizmi fotovoltaik (p-n- o‘tish) xarakteridadir. Buni hisobga olsak kadmiy, simob va tellur
(CdHg)Te, AFK—qatlamlarida ham anomal fotomagnit kuchlanish hosil bo'lishi mumkin.
Tekshirilgan [10] AFK—qatlamlarda fotomagnit kuchlanish bilan magnit maydon induksiyasi (yoki

kuchlanganligi H) orasidagi bog‘lanish U ,,,, (B) juda katta maydonlargacha (~10° Gs) chiziqli

bo‘lgan
aBHb
U, = 7
M YR, +1R,, +(qga/NkT +y)B (7)
yoki to‘yinish rejimi uchun yozilgan
2NkT 1
U = b-H (8)
q 1+ NkT/q-y/a
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formulalarga to‘la mos keladi. Bunday chizigli bog‘lanishlar anomal fotomagnit kuchlanishning
ancha yuqori giymatlari [4] Xoll effektiga solishtiriiganda sezgirligi ancha yugori bo‘lgan magnit
maydonini o‘lchovchi asboblar yaratish imkoniyatini yaratadi.

Bunday magnit maydonini oflchovchi asboblarda ishlatiladigan yarimo'ktazgich yupga
gatlamlarning anomal fotomagnit kuchlanishi bilan magnit maydoni induksiyasi (kuchlanganligi)
orasidagi bog‘lanishni tajribada chuqur o‘rganish zarur. Shu magsadda AFK—qatlamlarning Ersted—
volt xarakteristikalari kichik (kuchsiz) magnit maydonlarida sinchiklab, har xil yorug'lik
intensivliklarida tekshirildi. Tajriba natijalari ko‘rsatishicha Ersted—volt xarakteristikalarning kichik
magnit maydonlar (kuchsiz) sohasiga mos keladigan gismlarida chizigli bog‘lanishdan hech ganday
chetlanish kuzatilmadi (2-rasm). Bundan ko‘rinadiki AFMK—effekti yordamida ishlaydigan magnit
maydon o‘lchagichlari (datchiklar) oflchash aniqligi va sezgirligi kuchli magnit maydonlarida ham
yuqori bo‘ladi.

AFK-qatlamlarning Ersted—volt xarakteristikalarning (2a, 2b—rasmlar) grafiklari kuchsiz (0—
23kE) magnit maydonlaridan boshlab, har xil yorug'lik intensivliklarida oflchandi. Ersted—volt
bog'lanishlarning (2a-rasmdagi 1—grafik) 8:-10%k vyoritiiganlikda, 2-grafik esa 7:10° Ik
yoritilganlikda, 3—-grafik 6-10%k vyoritilganlikda oflchangan. 2b-rasmdagi 4,5—grafiklar 10%k
yoritilganliklarda o‘lchangan. 2-rasmlardagi Ersted—volt xarakteristikalar asosan SbySes
yarimo‘tkazgich moddasidan tayyorlangan yupqa (1+2mkm) AFK — qatlamlar uchun keltirilgan.
Tellurid kadmiy AFK—qatlamlarining anomal fotomagnit kuchlanish beradigan qatlamlari
adabiyotlarda yaxshi yoritilgan.
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2 —rasm. CdTe (a) va Sbh.Ses
AFK — qgatlamlar uchun Ugwe(H) Dbogilanish, 1- V=810* Lk; 2-7-10®° Lk;
3-6-10%Lk; 4,5-10° Lk

Juda ko‘p sondagi p—n o'tishli gatlamlar tuzilmasida fotomagnit kuchlanishning kuchayishi
va uning asosida magnit maydonining sezgir datchigi yaratish g‘oyasini Yu.l.Ravich tomonidan
ilgari surilgan. AFK — gatlamlarning juda kichkina hajmida juda ko‘p sondagi n—p— o‘tishlar (~10°
sm da) borligini e’tiborga olsak, bu g‘oyani amalga oshirish imkoni tug‘iladi.

AFK—qatlam asosida vyaratilgan fotomagnitoelektrik effekt—datchikning birinchi asosiy
afzalligi unda tashqi elektr manbasi vazifasini yorug'lik bajaradi. Bu quyosh yorug'ligi sharoitida
katta imkoniyatlarni ochadi. Lyuks—volt xarakteristika tezda to'yinishga chiqgadi (2-rasm). Bu
xususiyat yaratiladigan datchikning tashqi yorug'lik intensivligining tebranishlari bilan o‘lchashda
kuzatiladigan xatoliklaridan quitiltiradi.

XULOSA

Anomal fotomagnit effektni tadqgiq gqilish sxemasi vyaratilib, fotomagnit effektning
xarakteristikalari eksperimental topildi. Lyuks—Volt xarakteristikalari subchizigli to‘yinishga
chigadigan gonuniyatni beradi. Ersted—volt xarakteristikalari uncha katta bo‘lmagan magnit maydon
(H<10KE) larida chizigli bo‘ladi. Fotomagnit anomal kuchlanish effekti vositasida sifatli va o'ta
samarador ixcham mikrooptoelektron magnit maydonini o‘lchash qurilmasi yasash mumkinligi
isbotlandi. Xalkogenid yupqa pardalarda fotomagnit effektning mikroparametrlarini aniglandi. Unga

muvofiq fotomagnit effekt gisqa tutashuv toki J% =4-10"" 4, diffuziya uzunligi L=10"sm ,
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diffuziya koefitsienti D = 0,3sm”/V -s , zaryad tashuvchilarning yashash vagtiz =4-10""'s va
harakatchanligi 4 = 125m2/V-sbo‘Iishi ko'rsatildi.
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